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フェルミ面の一部にSDWの nestingが成立 している部分 (領域 1,残りの部分を領域 2)があ
るとする｡平均場近似でのモデルハミル トニアンLUを次のようにとる:LU-LuO+LMS,W+Jk,sc
ここで 弟 -∑ EkCiocko,LuS,W-(I/2)∑∑o(Mck'ock.Q+h･C) LuSC-3∑(Ack'TC-k'lkElq k
+h.C)である.Mは波数 QのSDW の副格子磁化でありAはSCのgapである｡ MとAに対
する連立方程式を立て,解 くと次のような結果が得られる｡(1)SDW の転移温度 (Ts｡) が超
伝導温度 (Tc)に比べて高い時(Ts｡>Tc), 両相は共存する｡(2)しかしその場合でもTs｡が
Tcに接近しているとSCによってTcの低温側の温度 (Ts)でSDW が破壊されることがある｡
共存はしたがってこの場合狭い温度領域Ts<T<Tcでのみ実現される.(3)TcそのものはSI)W
の存在によって強くおさえられる｡(4)超伝導が先に出現してしまうと(Tc>Ts｡),SDW は現
われることがない｡
以上の結果を上記の物質でチェックするのは興味深いことである｡
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